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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体を用いた導波路型フォトダイオードの試作を行った。InGaAs
系のエピウェーハを用いて、ドライエッチングにてメサ形成を行い、導波路、及び
吸収層を含むフォトダイオード部の形成を行った。

実験
Experimental

作製プロセスの中で、長時間ドライエッチングを行うとレジストが変質し、その後
の有機溶剤による除去作業後もレジスト残渣が生じてしまう課題があった。それに
対し、エッチング後にO2ガスによるエッチングを行い、レジスト残渣の除去の検
討を行った。具体的には、InP基板上にCVDにてSiO2を成膜し、その上にAZ
5214Eのレジストを2μmの厚みで塗布し、露光・現像を行いレジストパターンを
形 成 し た。その 基板を C C P - R I E （ R I E - 2 0 0 N L ）にて 5 0 m i nエッチ ン
グ(CHF3=10sccm、Ar=40sccm、Press.=3.0Pa、RF=100W）した後、O2プラズ
マでレジストを除去できるか確認を行った。

結果と考察
Results and Discussion

O2プラズマ処理の時間を7minと16minで検討を行った。7minでは、レジストが除
去しきれなかったが、16min処理によって完全に除去することができた。ただし、
下層のSiO2も約50nmエッチングされてしまう結果であったため、この点を考慮し
たプロセス検討が必要である。
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